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TT105N, TD 105N, DT105 N

Elektrische Eigenschaften

Héchstzuldssige Werte

Electrical properties

Maximum rated values

Periodische Vorwdrts- und repetitive peak forward off-state tyj=—40°C ... tyj max Voam, VRrM 600, 800 \'
Riickwirts-Spitzensperrspannung | and reverse voltages 1000, 1200 \
1400, 1600 3
Vorwarts-StoBspitzenspannung non repetitive peak 1, = — 40°C... tyj max Vbsm = Voam
forward off-state voltage
Rulckwérts-StoBspitzenspannung non repetitive peak tyj = + 25°C ... tyj max Viasm = VRrM + 100 \
reverse voltage
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert | RMS on-state current ltRMsM 160 A
Dauergrenzstrom average on-state current te = 86°C lravm 105 A
StoBstrom-Grenzwert surge current t,=25°C, t,=10ms lrsm 2600 A
ty = L maxs tp = 10 Ms 2200 A
Grenzlastintegral fi2dt-value t,;= 25°C, t,=10ms figdt 34000 Als
t = tjmax tp =10 ms 24000 AZs
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | vp < 87% Vpay, f, =50 Hz (di/dt), 120 Alus
v =8V, igm=08 A, dig/dt = 06 Alus
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | t,; =ty max.. Vb = 67% Vorm (dv/dt)e, 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
DurchilaBspannung on-state voltage 1y =ty max. it = 300 A vr max. 1,52 V
Schleusenspannung threshold voltage tj =ty max Vo) 0,85V
Ersatzwiderstand slope resistance 1y =t max rr 1,8 mQ
Zindstrom gate trigger current t;=25°C, vp=6V laT max. 150 mA
Zindspannung gate trigger voltage 1,j=25°C, vp=6V Var max. 25 V
Nicht ziindender Steuerstrom gate non trigger current 1y =ty max. VD=6V lap max. 5 mA
Nicht zindende Steuerspannung gate non trigger voltage 1j = tyj max: VD = 0,5 Voru Vo max. 02 V
Haltestrom holding current 1,j=25°C, vp=6V,Ra=5Q Iy max. 200 mA
Einraststrom latching current t,;=25°C, vp=6V, Rgx=10 Q I max. 600 mA
iam =06 A, dig/dt = 0,6 Alus, ty =20 us
Vorwarts- und Rickwarts- forward off-state and 1 = tyj max: Yo = Voam, VR = Vaam ip, in max. 20 mA
Sperrstrom reverse currents
Zindverzug gate controtled delay time 1, = 25°C, igm = 06 A, dig/dt = 0,6 Alus tgq max. 1,2 us
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn. Erl./see Techn. inf. [ typ. 120 us
Isolations-Prifspannung insulation test voltage RMS, f =50 Hz, t=1min VisoL 2,5 kv
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, © = 180°|, sinus: pro Modul/per module Rinic max. 0,165°C/W
junction to case pro Zweig/per arm max. 0,330°C/W
DC: pro Modul/per module max. 0,155°C/W
pro Zweig/per arm max. 0,310°C/W
Ubergangs-Warmewiderstand thermal resistance, pro Modul/per module Rinck max. 0,05 °C/W
case to heatsink pro Zweig/per arm max. 0,10 °C/W
Hochstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature £4) max 130°C
Betriebstemperatur operating temperature teop —40°C...+130°C
Lagertemperatur storage temperature tsig —40°C...+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Elemente glaspassiviert, Si-pellets glass-passivated,
Létkontakt soldered contact
innere Isolation internal insulation Al;O4
Anzugsdrehmomente tightening torques
mechanische Befestigung mounting torque Toleranz/tolerance =+ 15% M1 4 Nm
elektrische Anschllsse terminal connection torque Toleranzftolerance + 5%/— 10% M2 4 Nm
Gewicht weight G typ. 125¢g
Kriechstrecke creepage distance 12,5mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50 Hz 5 - 9,81 m/s?
MaBbild outline 2
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2
DurchiaBverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm Pray Hdchstzuldssige Gehausetemperatur tg in Abhangigkeit vom Zweigstrom
Parameter: StromfluBwinkel/current conduction angle @ Maximum allowable case temperature ts versus current per arm
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4
DurchlaBverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm Py Héchstzuldssige Gehdusetemperatur tg in Abhangigkeit vom Zweigstrom
Parameter: StromfluBwinkel/current conduction angle © Maximum allowable case temperature t; versus current per arm
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. &
B2 - Zweipuls-Briickenschaitung/Two-puise bridge circuit B6 — Sechspuis-Briickenschaltung/Six-pulse bridge circuit
Hdchstzuldssiger Ausgangsstrom |y in Abhéingigkeit von der Umgebungs- Héchstzuldssiger Ausgangsstrom g in Abh&ngigkeit von der Umgebungs-
temperatur ta. temperatur ta.
Maximum allowable output current |y versus ambient temperature t,. Maximum allowable output current Iy versus ambient temperature t4.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/ Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Ryca thermal resistance case to ambient Rynca
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WA1C - Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzuldssiger Strom Igys in Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur t,.
Maximum allowable current Izys versus ambient temperature ta.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ryca
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B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig Itiovy bei Luftselbstklhlung, t4 = 45°C, Kihlkorper KP0,233S.
Overload on-state current per arm Iyov) at natural cooling, t4 = 45°C,

heatsink type KP0.33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm Iayon
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Bild/Fig. 11

Grenzstrom je Zweig Iroym bei Luftselbstkiihlung, ta = 45°C und verstérkter
Luftklihlung, ty = 35°C, Klihikérper KP 0,338, vay = 0.8 Varm.
Limiting overload on-state current per arm Iy at natural (t, = 45°C) and
forced (ta = 35°C) cooling, heatsink type KP0.33S, vgy = 0.8 Vray-
a — Belastung nach Leerfauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Iy
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating ltaym
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WB3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit
Héchstzulassiger Strom je Phase Igys in Abhangigkeit von der Umgebungs-
temperatur ta.
Maximum allowable current per phase laug versus ambient temperature t,.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Ryca
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B2 — Zweipuls-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Uberstrom je Zweig Iriov) bet verstérkter Luftkihlung, ty = 35°C, V_ = 90 Ifs,
Kihlkérper KP0,338S.

Overload on-state current per arm Irov) at forced cooling, ta = 35°C, V| = 90 /s,
heatsink type KP0.33S.

Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm ayon
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Bild/Fig. 12

Sperrverzégerungsladung Q, in Abhdngigkeit von der abkommutierenden
Stromsteilheit -di/dt bei ty; = ty; max, YR = 0.5 Vram. Vam = 08 Varwm.

Der angegebene Verlauf ist glltig fiir 90% aller Elemente.

Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current
-difdt at t; = Y max, VA = 0.5 Vram, Vam = 0.8 Vipum.

These curves are valid for 90% of all devices.

Parameter: DurchlaBstrom iry/On-state current ity
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Bild/Fig. 13

Ziindbereich und Spitzensteuerleistung bei vp = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp = 6 V.

Parameter: 1 2
Steuerimpulsdauer/Pulse duration tg [ms] 10 0,5
Héchstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power (W] 20 40 60
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Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Zynysc-

Transient thermal impedance per arm Zyc, junction to case.
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Bild/Fig. 14
Ziindverzug/Gate controlled delay time tyq,
DIN 41787, 1, = 1 s, t,; = 25°C.
a — &uBerster Verlauf/limiting characteristic
b — typischer Verlaufitypical characteristic
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Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Znyc-
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Zy, ;.

Pos. n 1 2 3 4 5
Run [°C/W] |0,00569  |0,0197 0,0648 0,153 0,0669
 Is] 0,000045 |0,00259 (0,031 0,188 1,116
nmax
Zoc= Y, Rum (1-¢ )
n=1

Transienter Warmewiderstand Zy, ¢ pro Zweig fiir DC.
Transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC.
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